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Съставни транзистори

Лекция № 3.2

“Аналогова схемотехника” – част I

Март 2015 г., София

Съдържание

• Същност и видове съставни транзистори

• Схема Дарлингтон с два NPN транзистора –

основни динамични параметри

• Схема на съставен NPN транзистор с допъл-

нителен резистор

• Схема Дарлингтон с два PNP транзистора –

основни динамични параметри

• Свързване на два комплементарни транзисторa

• Схема Дарлингтон PNP-NPN

• Литература
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Съставни транзистори   

Схема на съставен NPN транзистор

Съставните транзистори (схемите Дарлингтон) са съвкупност

от транзистори, еквивалентни на един транзистор с голям

коефициент b.
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Изходно съпротивление на еквивалентния транзистор 

Схема на съставен NPN транзистор
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Входно съпротивление на еквивалентния транзистор 

Стръмност на еквивалентния транзистор 

Схема на съставен NPN транзистор с допълнителен 

резистор
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Схема на съставен PNP транзистор
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Схема на съставен PNP-NPN транзистор, 

еквивалентен на един PNP транзистор

(Свързване на комплементарни транзистори)
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Схема на съставен PNP-NPN транзистор, 

еквивалентен на един PNP транзистор
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Коефициент на усилване на еквивалентния транзистор
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